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※概要（Summary）： 

 究極の半導体材料として知られるダイヤモンド基

板上に成膜したニッケル(Ni)膜に微細形状を構成する

ため、極小・不定形基板でもリソグラフィが可能なマ

スクレスレーザ露光装置を用いてレジストのパター

ニング実施し、ウェットエッチングによる Ni 膜への

パターン作製を試みた。その結果、ウェットエッチン

グにおける異方性エッチングによるパターン形状の

変化が確認された。 

※実験（Experimental）： 

【利用した主な装置】 

・レーザ露光装置  

【実験方法】 

試料として並木精密宝石株式会社にて研磨済みの

HPHT ダイヤモンド（100）基板（4mm□相当不定形）

を用いた。この基板上に Ni 薄膜をスパッタ法により

1.8μm成膜した。レジストとして AZ-1500(AZマテリ

アルズ製)を用い、7000rpmにてスピンコートした。露

光装置として物質材料研究所ナノ集積ラインの

DL-1000（ナノシステムソリューションズ製）を用い、

<100>に平行な格子状にφ2μm、10μmピッチパター

ンを Total Dose 量 200mJ/cm2の条件でリソグラフィを

行った。レジストパターンの形状を AFM にて評価し

た。その後、Ni膜のエッチングを行い、レジスト剥離

後のパターンを AFMにて観察し、形状評価を行った。 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

 マスクレスレーザ露光装置を使用した結果、不定形

な微小ダイヤモンド基板上のリソグラフィであって

も希望のレジストパターンを得ることができた（図

1a）。次にこのレジストパターンをマスクとしてウェ

ットエッチングを行った結果の AFM 像が図 1b)であ

る。この結果から、Niのエッチングは<100>優先で進

行していることがわかった。底面のサイズは<100>で

4.0μmに対し、<110>では 2.8μmであり、正方形状

にエッチングされているとわかった。 

Niは面心立方の格子構造であり、ダイヤモンド格子と

同じく立方晶型で、格子サイズも近いため、スパッタ時

にある程度の配向をしていると推測される。エッチング

に異方性が出たのはこのためと考える。 

また、今回の結果から<110>に平行な線で構成される

微細パターンは容易に作製できると考えられる。 
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図 1 レジストパターン及び Niパターンの AFM像 

a)リソグラフィ後のレジストパターンと断面形状 

b)ウェットエッチング後の Ni膜パターンと断面形状 

 

 

※その他・特記事項（Others）： 

 今回得られた結果より、<110>に平行な線で構成され

る微細パターン以外の形状で、レジストのパターン形状

と等しい Ni 膜パターンを得るためには、ウェットエッ

チングにおける異方性を回避する必要があるとわかる。

エッチャントの選択による異方性エッチング回避可能

性を探りたい。 


